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Conception en technologie double grille CMOS avancé e 32nm

De la technologie de pointe à la conception de circu its

Ce projet est valorisé par 5 brevets et 15 communica tions internationales

La technologie double grille CMOS auto alignée

Les modèles et les outils de conception

La conception en technologie DG CMOS

®

Objectif : profiter de l’avantage des performances et des grilles indépendantes 
pour innover en conception de circuits
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Contact projet

Procédés technologiques très innovants
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Réalisation et gravure de 
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Gate voltage (V)

Vd=1.2V

Vd=0.1V

nMOSFET
Lg=30nm

DIBL=19mV/V
Ssw=67mV/dec
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Les premiers résultats de caractérisation des 
dispositifs montrent un excellent contrôle 

des effets de canaux courts

Épaisseur de film de 10nm
Épaisseur d’oxyde équivalente de 1.2nm

De la physique du dispositif à l’environnement de conception

Modélisation physique

1.0E-13
1.0E-12

1.0E-11
1.0E-10

1.0E-09
1.0E-08
1.0E-07
1.0E-06

1.0E-05
1.0E-04

1.0E-03
1.0E-02

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

nMOSFET L=40nm, W=1µm
Vds=5mV and 1.2V

nMOSFET L=1µm, W=1µm
Vds=5mV and 1.2V

Gate voltage (V)

D
ra

in
 c

ur
re

nt
(A

)

1.0E-13
1.0E-12

1.0E-11
1.0E-10

1.0E-09
1.0E-08
1.0E-07
1.0E-06

1.0E-05
1.0E-04

1.0E-03
1.0E-02

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

nMOSFET L=40nm, W=1µm
Vds=5mV and 1.2V

nMOSFET L=1µm, W=1µm
Vds=5mV and 1.2V

Gate voltage (V)

D
ra

in
 c

ur
re

nt
(A

)

Modélisation compacte

Environnement de conception

Couplage d’interface, effets quantique et balistique...
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Réalisation d’un jeu de masques comportant des circuits: 

• Analogiques: miroirs de courant, amplificateurs différentiels, 
convertisseurs-modulateurs ∆Σ, comparateurs rapides, etc.
• Numériques: portes standards, oscillateurs en anneaux, bascules D 
statiques et dynamiques, cellules reconfigurables, etc.
• SRAM: Cellules mémoires 4T et 6T de diverses architectures, colonnes 
de points mémoires, etc.

Le but étant: • D’évaluer les performances de la technologique
• De valider de nouvelles architectures circuits


